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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成25年6月27日(2013.6.27)

【公開番号】特開2012-84644(P2012-84644A)
【公開日】平成24年4月26日(2012.4.26)
【年通号数】公開・登録公報2012-017
【出願番号】特願2010-228473(P2010-228473)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  27/146    (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/374    (2011.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  27/14    　　　Ａ
   Ｈ０４Ｎ   5/335   ７４０　

【手続補正書】
【提出日】平成25年5月9日(2013.5.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　前記フォトダイオードの主要部の上部に位置する前記半導体基板の前記表面には、グロ
ーバルシャッターの機能を実現するための電荷蓄積部(ＴＨ)を更に具備したことを特徴と
する(図１参照)。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　前記フォトダイオードの主要部の上部に位置する前記半導体基板の前記表面には、グロ
ーバルシャッターの機能を実現するための電荷蓄積部(ＴＨ)を更に具備したことを特徴と
するものである(図１参照)。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
　前記裏面照射型固体撮像装置は、前記フォトダイオードの前記Ｎ型不純物領域(２)と前
記電荷蓄積部(ＴＨ)との間に接続された第１転送ゲート(１ＴＲ)と、前記電荷蓄積部(Ｔ
Ｈ)と前記読み出し用Ｎ型不純物半導体領域(４)との間に接続された第２転送ゲート(２Ｔ
Ｒ)とを更に前記半導体基板に具備したものである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００４２】
　より好適な実施の形態では、前記電荷蓄積部(ＴＨ)と前記第２転送ゲート(２ＴＲ)との
各構造は、前記Ｐ型不純物領域と前記半導体基板の前記表面に形成された表面絶縁膜とゲ
ート電極とを有する表面型ＭＯＳキャパシタによって構成されたことを特徴とするもので
ある(図２参照)。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４３】
　他のより好適な実施の形態では、前記電荷蓄積部(ＴＨ)の前記ゲート電極(Ｇ２)の直下
に位置する前記Ｐ型不純物領域と前記Ｎ型不純物領域(２)との間の他のＰＮ接合(ＰＤ)に
よって、前記第１転送ゲート(１ＴＲ)が形成されたことを特徴とするものである(図１参
照)。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
　更に他のより好適な実施の形態では、前記電荷蓄積部(ＴＨ)の前記ゲート電極(Ｇ２)の
直下の前記半導体基板の前記表面には、前記信号電子をその内部に蓄積する蓄積用Ｎ型Ｎ
型不純物半導体領域(７)が形成されたことを特徴とするものである(図３参照)。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１００
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１００】
　図１０の左下には、図９に示した２個の画素構造ＰＩＸＥＬ１、ＰＩＸＥＬ２とリセッ
ト制御ＭＯＳトランジスタＱ３と読み出しＭＯＳトランジスタＱ１と垂直選択ＭＯＳトラ
ンジスタＱ２とが素子配置されたものである。最初に、図１０の左下の左側には、第１の
画素構造ＰＩＸＥＬ１のゲート電極Ｇ３を有する第２転送ゲート２ＴＲとゲート電極Ｇ２
を有する電荷蓄積部ＴＨとフローティング・ディフュージョン(ＦＤ)のＮ＋不純物領域４
によって形成されたＰＮ接合の容量ＦＤ＿Ｃとが素子配置されて、電荷蓄積部ＴＨの直下
にはフォトダイオード(ＰＤ)が形成されている。次に、第１の画素構造ＰＩＸＥＬ１の容
量ＦＤ＿Ｃと第２転送ゲート２ＴＲと電荷蓄積部ＴＨの右側には、共用回路素子のリセッ
ト制御ＭＯＳトランジスタＱ３と半導体集積回路１のＰ型ウェル領域Ｐ－Ｗｅｌｌを接地
電位ＧＮＤに接続する接地配線Ｐ－ＷｅｌｌＧＮＤが形成されている。尚、接地配線Ｐ－
ＷｅｌｌＧＮＤは、Ｐ＋不純物領域５とオーミック接触されたものである。更にリセット
制御ＭＯＳトランジスタＱ３と接地配線Ｐ－ＷｅｌｌＧＮＤの右側に、第２の画素構造Ｐ
ＩＸＥＬ１の容量ＦＤ＿Ｃとゲート電極Ｇ３を有する第２転送ゲート２ＴＲとゲート電極
Ｇ２を有する電荷蓄積部ＴＨとが素子配置され、電荷蓄積部ＴＨの直下にはフォトダイオ
ード(ＰＤ)が形成されている。最後に、第２の画素構造ＰＩＸＥＬ２の容量ＦＤ＿Ｃと第
２転送ゲート２ＴＲと電荷蓄積部ＴＨとの右側には、共用回路素子の読み出しＭＯＳトラ
ンジスタＱ１と垂直選択ＭＯＳトランジスタＱ２とが素子配置されている。全く同様に、
図１０の左上と右下と右上にも、同様な素子配置が行われている。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０１２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２０】
　時刻Ｔ１１よりも若干遅延して第２の行Ｒｏｗ＿２の複数の画素構造Ｐ２１、Ｐ２２～
Ｐ２Ｍの各画素構造の第２転送ゲート２ＴＲのゲート電極Ｇ３に供給される第２転送ゲー
ト駆動信号ＳＧ３＿２がローレベルからハイレレベルに変化して、時刻１２よりも若干早
期に第２転送ゲート駆動信号ＳＧ３＿２がハイレベルからローレベルに変化する。従って
、略時刻Ｔ１１から時刻Ｔ１２の期間に、第２の行Ｒｏｗ＿２の複数の画素構造Ｐ２１、
Ｐ２２～Ｐ２Ｍの各画素構造において、電荷蓄積部ＴＨに蓄積されていた信号電子がフロ
ーティング・ディフュージョン(ＦＤ)のＮ＋不純物領域４に転送される。
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